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Wprowadzenie

Tlenek galu (Ga.,0,), zszerokg przerwg energetyczng 4.8-4.9 eV, w ostatnim czasie przyciggnat wiele uwagi naukowej i technologicznej ze wzgledu na jego przyszte zastosowania

w energoelektronice -tranzystory polowe, diody z barierg Schottky'ego, w optoelektronice —luminofory, fotodetektory, w pamieciach, w systemach wykrywania -czujniki gazu.
Gal jest niestabilnym i rzadkim pierwiastkiem w przyrodzie, natomiast Ga,O,, rozpuszczalny w wiekszosci kwasow i zasad, jest jednak stabilny i nierozpuszczalny w wodzie. Ga,O,

posiada piec roznych struktur atomowych okreslanych jako polimorficzne, takie jak a-Ga,O, (struktura romboedryczna), B-Ga,O. (jednoskosna), y-Ga,O (spinelowa), 6-Ga,O,
(kubiczna), €-Ga,0, (ortorombowa). Tlenek galu charakteryzujacy sie kazdg z tych struktur ma unikalne wtasciwosci fizyczne i moze byc szeroko stosowany w roznych wyzej
wymienionych urzgdzeniach.

Metoda wzrostu - osadzanie warstw atomowych
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Podsumowanie Podziekowania
W niniejszej pracy warstwy Ga,O, uzyskano metoda osadzania warstw atomowych (ALD). Jednorodne warstwy tlenku galu zostaty Praca zostata zrealizowana w ramach
L , .. , .. projektu miedzynarodowego
otrzymane przy uzyciu dwoch z wymienionych prekursorow: H,O, O,, C,H,Ga (TMG), C.H,.Ga (TEG). Warstwy te charakteryzujg sie wspétfinansowanego ze $rodkéw Ministra
bardzo gtadka powierzchnig z wartosciami RMS wynoszacymi ~ 0.5 nm i sg amorficzne lub stabo uporzadkowane z faza krystaliczng Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w latach
Z rozmiarami ziaren ponizej 10 nm. Warstwy Ga,O, poddane procesowi wygrzewania w O, w temperaturze 800°C wykazujq bardziej 2021-2024: umowa nr 5177/HZDR/2021/0
uporzgdkowang strukture krystaliczng z fazg jednoskosnag B-Ga,O, i bardziej chropowatg powierzchnie z wartosciami RMS ~1.5 nm oraz Helmholtz-Zentrum Dresden-

niz warstwy niewygrzewane. Rossendorf (20002208-ST).
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